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【手続補正書】
【提出日】平成22年7月20日(2010.7.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１主面と、前記第１主面の反対面である第２主面と、を有する発光層と、
　前記発光層の前記第２主面上に形成された第１電極及び第２電極と、
　前記第１主面上に設けられ、前記発光層から放出される光を吸収して異なる波長の光を
放出する蛍光体を含む蛍光層と、
　前記第１電極に設けられた第１金属ポストと、
　前記第２電極に設けられた第２金属ポストと、
　前記第２主面上に設けられ、前記第１金属ポストの端部及び前記第２金属ポストの端部
を露出させて前記第１金属ポスト及び前記第２金属ポストを封止するとともに、前記発光
層の端部を覆う封止層と、
を備えたことを特徴とする光半導体装置。
【請求項２】
　前記発光層は、基板の上にエピタキシャル成長された後に前記基板から分離された半導
体積層体を含むことを特徴とする請求項１記載の光半導体装置。
【請求項３】
　前記第１金属ポストの端部に設けられた第１金属層と、
　前記第２金属ポストの端部に設けられた第２金属層と、
　をさらに備え、
　前記第１金属層及び前記第２金属層は、はんだバンプであることを特徴とする請求項１
記載の光半導体装置。
【請求項４】
　ｎ型半導体からなる第１クラッド層と、
　前記第１クラッド層の形状の一部が除かれた形状のｐ型半導体からなる第２クラッド層
と、
　前記第１及び第２クラッド層に挟持された前記第２クラッド層と同形状の活性層と、
　前記第１クラッド層の前記活性層が設けられた側と反対側の面に形成され、前記活性層
から放出される光を吸収して異なる波長の光を放出する蛍光体を含む蛍光層と、
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　前記第１クラッド層の前記活性層が設けられた面側の前記活性層及び前記第２クラッド
層が除かれた領域に形成された第１電極と、
　前記第２クラッド層の前記活性層が設けられた側と反対側の面に形成された第２電極と
、
　前記第１電極上に設けられた第１金属ポストと、
　前記第２電極上に設けられた第２金属ポストと、
　前記第１及び第２クラッド層の前記第１及び第２金属ポストが設けられている側に設け
られ、前記第１及び第２金属ポストの端部を露出させて前記第１及び第２金属ポストを封
止する封止層と、
を備えたことを特徴とする光半導体装置。
【請求項５】
　前記第１クラッド層、前記活性層、及び前記第２クラッド層は、基板の上にエピタキシ
ャル成長された後された後に前記基板から分離された半導体積層体に含まれることを特徴
とする請求項４記載の光半導体装置。
【請求項６】
　前記蛍光層は、少なくとも組成の異なる２種類の蛍光体を含有していることを特徴とす
る請求項１～５のいずれか１つに記載の光半導体装置。
【請求項７】
　前記蛍光層は、少なくとも組成の異なる２種類の蛍光層が積層されて形成されているこ
とを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の光半導体装置。
【請求項８】
　透光性を有する透光基材の表面に、発光層から放出される光を吸収して異なる波長の光
を放出する蛍光体を含む蛍光層を形成して、蛍光基材を製造する工程と、
　発光層と、前記発光層の第１の主面側に形成され前記発光層を発光させる電流を流す正
極及び負極の複数の組と、を有する発光基材の前記発光層の前記第１の主面とは反対側の
第２の主面側に、前記蛍光層に対向させて前記蛍光基材を接着する工程と、
　前記正極及び負極の組ごとに個片化を行う工程と、
を備えたことを特徴とする光半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記発光層は、基板の上にエピタキシャル成長された半導体層であり、
　前記接着する工程の前に、前記正極及び負極の複数の組が形成された前記発光層を前記
基板から分離する工程をさらに備えたことを特徴とする請求項８記載の光半導体装置の製
造方法。
【請求項１０】
　基板の上に複数の発光層が形成され、前記複数の発光層のそれぞれの上に第１電極及び
第２電極が形成された前記基板上に、前記複数の発光層を覆う導電性膜を形成する工程と
、
　前記導電性膜上に、前記発光層ごとの前記第１電極及び前記第２電極上を開口する犠牲
層を形成する工程と、
　前記導電性膜を陰極として電気メッキ法により前記発光層ごとの前記第１電極及び前記
第２電極上にメッキ層を形成する工程と、
　前記メッキ層を形成した前記基板から前記犠牲層及び前記導電性膜を除去する工程と、
　前記犠牲層及び前記導電性膜を除去した前記基板上に、前記発光層ごとの前記メッキ層
を封止する封止層を形成する工程と、
　前記封止層から前記発光層ごとの前記メッキ層の端部を露出させる工程と、
　透光性を有する透光基材上に、前記発光層から放出される光を吸収して異なる波長の光
を放出する蛍光体を含む蛍光層を形成する工程と、
　前記蛍光層を形成した前記透光基材を前記複数の発光層に前記蛍光層を対向させて接合
する工程と、
　前記発光層ごとに個片化を行う工程と、
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を備えたことを特徴とする光半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記発光層は、前記基板の上にエピタキシャル成長された半導体層であり、
　前記封止層を形成する工程の後であって、前記接合する工程の前に、前記発光層を前記
基板から分離する工程をさらに備えたことを特徴とする請求項１０記載の光半導体装置の
製造方法。
【請求項１２】
　発光層と、前記発光層の第１の主面側に形成され前記発光層を発光させる電流を流す正
極及び負極の複数の組と、を有する発光基材の前記発光層の前記第１の主面とは反対側の
第２の主面側に、前記発光層から放出される光を吸収して異なる波長の光を放出する蛍光
体を含む蛍光層を形成する工程と、
　前記正極及び負極ごとに個片化を行う工程と、
を備えたことを特徴とする光半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記発光層は、前記基板の上にエピタキシャル成長された半導体層であり、
　前記蛍光層を形成する工程の前に、前記発光層を前記基板から分離する工程をさらに備
えたことを特徴とする請求項１２記載の光半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　基板の上に複数の発光層が形成され、前記複数の発光層のそれぞれの上に第１電極及び
第２電極が形成された前記基板上に、前記複数の発光層を覆う導電性膜を形成する工程と
、
　前記導電性膜上に、前記発光層ごとの前記第１電極及び前記第２電極上を開口する犠牲
層を形成する工程と、
　前記導電性膜を陰極として電気メッキ法により前記発光層ごとの前記第１電極及び前記
第２電極上にメッキ層を形成する工程と、
　前記メッキ層を形成した前記基板から前記犠牲層及び前記導電性膜を除去する工程と、
　前記犠牲層及び前記導電性膜を除去した前記基板上に、前記発光層ごとの前記メッキ層
を封止する封止層を形成する工程と、
　前記封止層から前記発光層ごとの前記メッキ層の端部を露出させる工程と、
　前記複数の発光層上に、前記発光層から放出される光を吸収して異なる波長の光を放出
する蛍光体を含む蛍光層を形成する工程と、
　前記蛍光層上に、透光性を有する透光層を形成する工程と、
　前記発光層ごとに個片化を行う工程と、
を備えたことを特徴とする光半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記発光層は、前記基板の上にエピタキシャル成長された半導体層であり、
　前記封止層を形成する工程の後であって、前記蛍光層を形成する工程の前に、前記発光
層を前記基板から分離する工程をさらに備えたことを特徴とする請求項１４記載の光半導
体装置の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　実施形態によれば、第１主面と、前記第１主面の反対面である第２主面と、を有する発
光層と、前記発光層の前記第２主面上に形成された第１電極及び第２電極と、前記第１主
面上に設けられ、前記発光層から放出される光を吸収して異なる波長の光を放出する蛍光
体を含む蛍光層と、前記第１電極に設けられた第１金属ポストと、前記第２電極に設けら
れた第２金属ポストと、前記第２主面上に設けられ、前記第１金属ポストの端部及び前記
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第２金属ポストの端部を露出させて前記第１金属ポスト及び前記第２金属ポストを封止す
るとともに、前記発光層の端部を覆う封止層と、を備えたことを特徴とする光半導体装置
が提供される。
　他の実施形態によれば、ｎ型半導体からなる第１クラッド層と、前記第１クラッド層の
形状の一部が除かれた形状のｐ型半導体からなる第２クラッド層と、前記第１及び第２ク
ラッド層に挟持された前記第２クラッド層と同形状の活性層と、前記第１クラッド層の前
記活性層が設けられた側と反対側の面に形成され、前記活性層から放出される光を吸収し
て異なる波長の光を放出する蛍光体を含む蛍光層と、前記第１クラッド層の前記活性層が
設けられた面側の前記活性層及び前記第２クラッド層が除かれた領域に形成された第１電
極と、前記第２クラッド層の前記活性層が設けられた側と反対側の面に形成された第２電
極と、前記第１電極上に設けられた第１金属ポストと、前記第２電極上に設けられた第２
金属ポストと、前記第１及び第２クラッド層の前記第１及び第２金属ポストが設けられて
いる側に設けられ、前記第１及び第２金属ポストの端部を露出させて前記第１及び第２金
属ポストを封止する封止層と、備えたことを特徴とする光半導体装置が提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　他の実施形態によれば、透光性を有する透光基材の表面に、発光層から放出される光を
吸収して異なる波長の光を放出する蛍光体を含む蛍光層を形成して、蛍光基材を製造する
工程と、発光層と、前記発光層の第１の主面側に形成され前記発光層を発光させる電流を
流す正極及び負極の複数の組と、を有する発光基材の前記発光層の前記第１の主面とは反
対側の第２の主面側に、前記蛍光層に対向させて前記蛍光基材を接着する工程と、前記正
極及び負極の組ごとに個片化を行う工程と、を備えたことを特徴とする光半導体装置の製
造方法が提供される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　他の実施形態によれば、基板の上に複数の発光層が形成され、前記複数の発光層のそれ
ぞれの上に第１電極及び第２電極が形成された前記基板上に、前記複数の発光層を覆う導
電性膜を形成する工程と、前記導電性膜上に、前記発光層ごとの前記第１電極及び前記第
２電極上を開口する犠牲層を形成する工程と、前記導電性膜を陰極として電気メッキ法に
より前記発光層ごとの前記第１電極及び前記第２電極上にメッキ層を形成する工程と、前
記メッキ層を形成した前記基板から前記犠牲層及び前記導電性膜を除去する工程と、前記
犠牲層及び前記導電性膜を除去した前記基板上に、前記発光層ごとの前記メッキ層を封止
する封止層を形成する工程と、前記封止層から前記発光層ごとの前記メッキ層の端部を露
出させる工程と、透光性を有する透光基材上に、前記発光層から放出される光を吸収して
異なる波長の光を放出する蛍光体を含む蛍光層を形成する工程と、前記蛍光層を形成した
前記透光基材を前記複数の発光層に前記蛍光層を対向させて接合する工程と、前記発光層
ごとに個片化を行う工程と、を備えたことを特徴とする光半導体装置の製造方法が提供さ
れる。
　他の実施形態によれば、発光層と、前記発光層の第１の主面側に形成され前記発光層を
発光させる電流を流す正極及び負極の複数の組と、を有する発光基材の前記発光層の前記
第１の主面とは反対側の第２の主面側に、前記発光層から放出される光を吸収して異なる
波長の光を放出する蛍光体を含む蛍光層を形成する工程と、前記正極及び負極ごとに個片
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化を行う工程と、を備えたことを特徴とする光半導体装置の製造方法が提供される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　他の実施形態によれば、基板の上に複数の発光層が形成され、前記複数の発光層のそれ
ぞれの上に第１電極及び第２電極が形成された前記基板上に、前記複数の発光層を覆う導
電性膜を形成する工程と、前記導電性膜上に、前記発光層ごとの前記第１電極及び前記第
２電極上を開口する犠牲層を形成する工程と、前記導電性膜を陰極として電気メッキ法に
より前記発光層ごとの前記第１電極及び前記第２電極上にメッキ層を形成する工程と、前
記メッキ層を形成した前記基板から前記犠牲層及び前記導電性膜を除去する工程と、前記
犠牲層及び前記導電性膜を除去した前記基板上に、前記発光層ごとの前記メッキ層を封止
する封止層を形成する工程と、前記封止層から前記発光層ごとの前記メッキ層の端部を露
出させる工程と、前記複数の発光層上に、前記発光層から放出される光を吸収して異なる
波長の光を放出する蛍光体を含む蛍光層を形成する工程と、前記蛍光層上に、透光性を有
する透光層を形成する工程と、前記発光層ごとに個片化を行う工程と、を備えたことを特
徴とする光半導体装置の製造方法が提供される。
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